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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成28年3月31日(2016.3.31)

【公表番号】特表2015-513082(P2015-513082A)
【公表日】平成27年4月30日(2015.4.30)
【年通号数】公開・登録公報2015-029
【出願番号】特願2014-558261(P2014-558261)
【国際特許分類】
   Ｇ２１Ｆ   9/12     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/22     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/30     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/34     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ２１Ｆ    9/12     ５１２Ｄ
   Ｇ２１Ｆ    9/12     ５１２Ｋ
   Ｂ０１Ｊ   20/22     　　　Ｂ
   Ｂ０１Ｊ   20/30     　　　　
   Ｂ０１Ｊ   20/34     　　　Ｇ

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月10日(2016.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多孔性導電性材料の表面に共有結合したカリックス［ｎ］アレーン基を含む、廃液から
放射性核種を抽出するための錯体形成システム。
【請求項２】
　前記多孔性導電性材料が、導電性繊維材料である請求項１に記載の錯体形成システム。
【請求項３】
　前記導電性繊維材料が、炭素繊維材料である請求項２に記載の錯体形成システム。
【請求項４】
　前記炭素繊維材料が、炭素フェルトから選択される請求項３に記載の錯体形成システム
。
【請求項５】
　前記カリックス［ｎ］アレーン基が、前記多孔性導電性材料の表面にグラフトしている
請求項１～４のいずれか１つに記載の錯体形成システム。
【請求項６】
　前記カリックス［ｎ］アレーン基が、共有結合－Ｃ(＝Ｏ)ＮＨ－、－ＮＨ－Ｃ(＝Ｏ)－
または－Ｃ－Ｃを介して結合しているか、またはグラフトしている請求項１～５のいずれ
か１つに記載の錯体形成システム。
【請求項７】
　カリックス［ｎ］アレーン基が、カリックス［ｎ］アレーン－クラウンエーテル基、好
ましくはカリックス［４］アレーン－クラウン－６－エーテル基、より好ましくは、１,
３－オールタネイトカリックス［４］アレーン－クラウン－６配座異性体基である請求項
１～６のいずれか１つに記載の錯体形成システム。
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【請求項８】
　錯体形成システムを製造する方法であって、前記方法が、次の：
　　ｉ）　ラジカル前駆体基をグラフト化させるために充分な電位を印加することによる
多孔性導電性材料の活性化；
　　ｉｉ）　式（ＩＩ）：
　　　　　　Ｗ－Ｌ－Ｖ　　　（ＩＩ）
［式中、
Ｖは、ラジカル前駆体基であり；
Ｗは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＮＨＲ１０、Ｃ（＝Ｏ）Ｈ、Ｃ（＝Ｏ）Ｈａｌ、Ｃ（
＝Ｏ）ＯＲ９から選択され；
Ｌは、間隔をあける基であり、－（ＣＨ２）ｒ－；Ｃ３～Ｃ１０シクロアルキレンまたは
Ｃ３～Ｃ１０アリレンから選択され；
Ｒ９およびＲ１０は、それぞれ独立して、Ｈまたは（Ｃ１～Ｃ６）アルキルから選択され
；
ｒは、１～２０から選択される整数である］
の化合物と、前記の活性化された多孔性導電性材料を反応させ、その結果変性した多孔性
導電性材料を得；
　　ｉｉｉ）　式（Ｉａ）：
【化１】

［式中、
－　Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５は、前記式（Ａ）において規定したとおりであり；
－　Ｌ１、Ｌ２は、間隔をあける基であり、互いに独立して－（ＣＨ２）ｑ－、Ｃ３～Ｃ

１０シクロアルキレンまたはＣ３～Ｃ１０アリレンから選択され；
－　Ｚ１、Ｚ２はグラフト基であり、互いに独立してＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＯＨ、ＮＨ２

、Ｃ（＝Ｏ）Ｈ、Ｃ（＝Ｏ）Ｈａｌ、Ｃ（＝Ｏ）ＯＲ８から選択され；
－　Ｒ８は、独立してＨまたは（Ｃ１～Ｃ６）アルキルから選択され；
－　ｑは、１～１２を範囲とする整数である］
の化合物と、変性した多孔性導電性材料とをグラフトさせ、
その結果、請求項１に記載の錯体形成システムを得ることを含む、請求項１～７のいずれ
か１つに記載の錯体形成システムの製造方法。
【請求項９】
　前記方法が、次の手順：
　　ｉ）　ラジカル前駆体基をグラフト化させるために充分な電位を印加することによる
多孔性導電性材料の活性化；
　　ｉｉ）　式（Ｉｂ）：
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【化２】

［式中、
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｌ１およびＬ２は、上記で定義したとおりであり；
Ｚ３、Ｚ４は、互いに独立して基Ｍ－Ｌ－Ｖであり、
Ｍは、独立してＯ、ＮＲ１０から選択され、
Ｌ、ＶおよびＲ１０は、前記式（ＩＩ）で定義したとおりである］
の化合物と、活性化された材料とをグラフトさせ、その結果、請求項１に規定したとおり
の錯体形成システムを得ることを含む、請求項１～７のいずれか１つに記載の錯体形成シ
ステムの製造方法。
【請求項１０】
　請求項８または９のいずれかにより得られ得る錯体形成システム。
【請求項１１】
　請求項８または９に規定したとおりの式（Ｉａ）または（Ｉｂ）の化合物。
【請求項１２】
　前記方法が、次の：
　　ｉ）　請求項１～７のいずれか１つに記載の錯体形成システムと、大量の廃液とを接
触させ、任意に
　　ｉｉ）　酸性条件にある大量の除去用溶液と、手順ｉ）で得られた放射性核種の部分
を含む錯体形成システムとを接触させ、その結果、再利用のために可能な錯体形成システ
ムを製造するために、除去用溶剤中の前記の錯体形成システムから、錯化した放射性核種
を除去し、そして任意に、
　　ｉｉｉ）　手順ｉ）およびｉｉ）を繰り返す
手順を含む、廃液からの放射性核種の抽出方法。
【請求項１３】
　前記放射性核種が、セシウムおよび／またはストロンチウムである、請求項１２に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記廃液が、競合するアルカリ金属カチオンでチャージされている請求項１２または１
３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　手順ｉｉ）における酸性条件が、錯体形成システムの多孔性導線性材料上の電位差をか
けることにより得られる、請求項１２～１４のいずれか１つに記載の方法。
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